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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】周波数の異なる発振信号間におけるクロストー
クの影響を抑制する。
【解決手段】半導体装置１は、少なくとも第１の電源系
統から電力が供給される第１の回路部と、第１の電源系
統とは異なる第２の電源系統から電力が供給される第２
の回路部とを備える。第１の回路部は、第１の電源系統
から電力が供給され、且つ、第１の発振信号生成回路に
より生成された第１の発振信号が入力される第１のバッ
ファを備える。第１のバッファは、第１の制御信号に基
づいて、第２の回路部に１の発振信号を出力するか否か
を制御する。第２のバッファは、第２の電源系統から電
力が供給され、第２の発振信号生成回路により生成され
た第２の発振信号が２の回路部から入力される。第２の
バッファは、第２の制御信号に基づいて、入力された第
２の発振信号を、第１の電源系統から電力が供給される
第１の処理部に出力するか否かを制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電源系統から電力が供給される第１の回路部であって、第１のバッファと第２の
バッファと第１の処理部とを有する、第１の回路部と、
　前記第１の電源系統とは異なる第２の電源系統から電力が供給される第２の回路部であ
って、第３のバッファを有する第２の回路部と、
　前記第１の電源系統から電力が供給される、第１の発振信号生成回路と、
　前記第２の電源系統から電力が供給される、第２の発振信号生成回路と、
　を備えており、
　前記第１のバッファには、前記第１の発振信号生成回路により生成された第１の発振信
号が入力され、
　前記第２のバッファには、前記第２の発振信号生成回路により生成された第２の発振信
号が、前記第３のバッファを介して入力され、
　前記第１のバッファが前記入力された第１の発振信号を前記第１の処理部に出力するか
否か、又は、前記第２のバッファが前記入力された第２の発振信号を前記第１の処理部に
出力するか否かのいずれかが制御可能である、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第２の回路部は、第４のバッファと第２の処理部とをさらに有しており、
　前記第４のバッファには、前記第１のバッファを介して、前記第１の発振信号が入力さ
れ、
　前記第４のバッファが前記入力された第１の発振信号を前記第２の処理部に出力するか
否かを制御可能である、ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置
【請求項３】
　前記第１の発振信号が入力される、第５のバッファをさらに備えており、
　前記第５のバッファが、入力された前記第１の発振信号を、前記第１の処理部及び前記
第１のバッファに出力するか否かを制御可能である、請求項１又は請求項２に記載の半導
体装置。
【請求項４】
　前記第５のバッファは、前記第１の回路部に設けられており、前記第１の電源系統から
電力が供給される、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１の発振信号生成回路は、前記第１の発振信号と前記第２の発振信号を生成可能
であり、
　当該半導体装置は、
　前記第１の発振信号生成回路が生成した前記第１の発振信号と前記第２の発振信号のう
ちのいずれか一方を出力する、第１の選択回路を、
　さらに備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第２の発振信号生成回路も、前記第１の発振信号と前記第２の発振信号を生成可能
であり、
　当該半導体装置は、
　前記第２の発振信号生成回路が生成した前記第１の発振信号と前記第２の発振信号のう
ちのいずれか一方を出力する、第２の選択回路と、
　前記第１及び第２の電源系統とは異なる第３の電源系統から電力が供給される第３の回
路部と、
　前記第１乃至第３の電源系統とは異なる第４の電源系統から電力が供給される第４の回
路部と、
　をさらに備えており、
　前記第４の回路部は、
　前記第４の電源系統から電力が供給され、且つ、前記第２の選択回路から出力された前
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記第１の発振信号又は前記第２の発振信号が入力される第６のバッファであって、非選択
的に、前記第３の回路部に前記２の発振信号を出力する第６のバッファを、
　備える請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第３の回路部は、
　前記第３の電源系統から電力が供給され、且つ、前記第６のバッファから出力された前
記第１の発振信号又は前記第２の発振信号が入力される第７のバッファであって、入力さ
れた前記１の発振信号又は前記第２の発振信号を前記第２の回路部に出力するか否かを制
御可能な第７のバッファを、
　備える請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第３の回路部と前記第４の回路部には、前記第１の発振信号生成回路で生成された
前記第１の発振信号も前記第２の発振信号も入力されない、請求項７に記載の半導体装置
。
【請求項９】
　前記第１の選択回路には、前記第１の発振信号生成回路と同じ電源系統から電力が供給
され、
　前記第２の選択回路には、前記第２の発振信号生成回路と同じ電源系統から電力が供給
される、請求項６乃至請求項８のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１のバッファと前記第３のバッファとの間の伝送路と、前記第２のバッファと前
記第４のバッファとの間の伝送路は、共通化されている、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１のバッファと前記第３のバッファとの間には第１の伝送路が設けられており、
前記第２のバッファと前記第４のバッファとの間には前記第１の伝送路とは別個に第２の
伝送路が設けられている、請求項２に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信において、送信側と受信側の双方で複数のチャネルを用いて通信を行うための
規格としてＭＩＭＯ（Multiple Input and Multiple Output）が提唱されている。さらに
、ＭＩＭＯを部分的にマルチユーザ化したマルチユーザＭＩＭＯの実用化に向けた研究開
発も盛んに行われている。
【０００３】
　このような通信環境を実現するためには、１つの半導体装置内において、送信器や受信
器で必要となるＩＱ変調信号を発生するＩＱ信号発生器に、周波数が近接している２つの
発振信号を供給する必要がある。しかし、周波数の近接している２つの発振信号の伝送路
を並走させると、伝送路間におけるクロストークの問題が生じる。
【０００４】
　また、複数設けられたＩＱ信号発生器に、２つの発振信号を切り替えて供給すために切
替スイッチを設ける必要があるが、この切替スイッチにおいても、近接する切替スイッチ
の間でクロストークの問題が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４６２７０３３号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本実施形態の目的は、周波数の異なる発振信号間におけるクロストークの影響を抑制し
た半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本実施形態に係る半導体装置は、第１の電源系統から電力が供給される第１の回路部と
、第１の電源系統とは異なる第２の電源系統から電力が供給される第２の回路部とを少な
くとも備える。第１の回路部は、第１の電源系統から電力が供給され、且つ、第１の発振
信号生成回路により生成された第１の発振信号が入力される第１のバッファであって、第
１の制御信号に基づいて、第２の回路部に１の発振信号を出力するか否かを制御可能な第
１のバッファと、第２の電源系統から電力が供給され、且つ、第２の発振信号生成回路に
より生成された第２の発振信号が２の回路部から入力される第２のバッファであって、第
２の制御信号に基づいて、入力された第２の発振信号を、第１の電源系統から電力が供給
される第１の処理部に出力するか否かを制御可能な第２のバッファとを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る半導体装置における電源系統のレイアウト図である。
【図２】第１実施形態に係る半導体装置における回路構成の一部を説明する回路図とブロ
ック図である。
【図３】第２の発振信号生成回路により生成された第２の発振信号を、第１乃至第４の回
路部に供給する場合の回路状態を説明するための図である。
【図４】第１の発振信号生成回路により生成された第１の発振信号を、第１の回路部に供
給し、第２の発振信号生成回路により生成された第２の発振信号を、第２乃至第４の回路
部に供給する場合の回路状態を説明するための図である。
【図５】第１の発振信号生成回路により生成された第１の発振信号を、第１乃至第２の回
路部に供給し、第２の発振信号生成回路により生成された第２の発振信号を、第３乃至第
４の回路部に供給する場合の回路状態を説明するための図である。
【図６】第１の発振信号生成回路により生成された第１の発振信号を、第１乃至第３の回
路部に供給し、第２の発振信号生成回路により生成された第２の発振信号を、第４の回路
部に供給する場合の回路状態を説明するための図である。
【図７】第１の発振信号生成回路により生成された第１の発振信号を、第１乃至第４の回
路部に供給する場合の回路状態を説明するための図である。
【図８】制御信号に基づいて、入力された信号を出力するか否かを個別に制御可能なバッ
ファの具体的な回路構成の一例を示す図である。
【図９】第１実施形態に係る半導体装置を機能的に説明するためのブロック回路図である
。
【図１０】第１実施形態に係る半導体装置の変形例を示す図であり、図２に対応する図で
ある。
【図１１】第１実施形態に係る半導体装置の別の変形例を示す図であり、図２に対応する
図である。
【図１２】第２実施形態に係る半導体装置における回路構成の一部を説明する回路図とブ
ロック図である。
【図１３】第１の発振信号を第１乃至第４の回路部に供給する場合、又は、第２の発振信
号を第１乃至第４の回路部に供給する場合における、回路状態を説明するための図である
。
【図１４】第１の発振信号を第１の回路部に供給し、且つ、第２の発振信号を第２乃至第
４の回路部に供給する場合、又は、第２の発振信号を第１の回路部に供給し、第１の発振
信号を第２乃至第４の回路部に供給する場合における、回路状態を説明するための図であ
る。
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【図１５】第１の発振信号を第１乃至第２の回路部に供給し、且つ、第２の発振信号を第
３乃至第４の回路部に供給する場合、又は、第２の発振信号を第１乃至第２の回路部に供
給し、第１の発振信号を第３乃至第４の回路部に供給する場合における、回路状態を説明
するための図である。
【図１６】第２実施形態に係る半導体装置の変形例を示す図であり、図１２に対応する図
である。
【図１７】第２実施形態に係る半導体装置の別の変形例を示す図であり、図１２に対応す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら、実施形態に係る半導体装置を説明する。なお、以下の説明
において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説
明は必要な場合にのみ行うこととする。
【００１０】
　〔第１実施形態〕
　第1実施形態に係る半導体装置は、電源系統の異なる複数の回路部を設け、各回路部に
、隣接する回路部に発振信号を出力するバッファと、隣接する回路部から発振信号が入力
されるバッファを設け、これらのバッファを各回路部の電源系統で動作させることにより
、異なる発振信号間のクロストークを抑制せんとしたものである。より詳しくを、以下に
説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置１における電源系統のレイアウト図である。この
図１に示すように、本実施形態に係る半導体装置１は、複数の電源系統を有している。具
体的には、電源１０から電力の供給を受ける、電源回路２０～２６と、電源回路２０から
電力の供給を受ける第１の発振信号生成回路３０と、電源回路２１～２４から、それぞれ
電力の供給を受ける第１乃至第４の回路部４０～４３と、電源回路２５から電力の供給を
受ける第２の発振信号生成回路３１と、電源回路２６から電力の供給を受ける制御回路５
０とを備えて構成されている。
【００１２】
　電源１０は、半導体装置１の外部に設けられた電力供給源であり、例えば、アルカリマ
ンガン乾電池等の一次電池、リチウムイオン電池等の二次電池、直流変換をした家庭用電
源等により構成される。
【００１３】
　電源回路２０～２６は、電源１０から供給された電力を安定化させ、また必要に応じて
電圧変換等を行い、第１及び第２の発振信号生成回路３０、３１、第１乃至第４の回路部
４０～４３、制御回路５０にそれぞれ供給する電源系統を形成する。また、電源回路２０
～２６は、異なる電源系統に設けられた各回路で発生する信号の影響が相互に及ばないよ
うに遮断する役割を有している。例えば、第１の回路部４０の動作に起因して、電源回路
２１の電源系統の電圧にふらつきが生じた場合でも、他の電源回路の電源系統の電圧には
その影響が及ばないように構成されている。
【００１４】
　第１及び第２の発振信号生成回路３０、３１は、第１乃至第４の回路部４０～４３で使
用される発振信号を生成する。具体的には、第１の発振信号生成回路３０は、第１の周波
数の第１の発振信号を生成し、第１乃至第４の回路部４０～４３に供給する。第２の発振
信号生成回路３１は、第１の周波数とは異なる第２の周波数の第２の発振信号を生成し、
第１乃至第４の回路部４０～４３に供給する。
【００１５】
　制御回路５０は、半導体装置１内で行われる種々の動作の全体的な制御を行う。本実施
形態においては、特に、第１及び第２の発振信号生成回路３０、３１の制御を行うための
制御信号を生成し、また、第１乃至第４の回路部４０～４３の制御を行うための制御信号
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を生成する。
【００１６】
　半導体装置１が通信用に用いられる場合、このように電源系統を複数設けて、異なる系
統の間で信号の干渉を低減することが一般的に行われている。なお電源系統の数は、半導
体装置１の仕様や通信規格等に応じて様々である。
【００１７】
　図２は、本実施形態に係る半導体装置１における回路構成の一部を説明する回路図とブ
ロック図である。
【００１８】
　この図２に示すように、第１の発振信号生成回路３０は第１の周波数の第１の発振信号
を生成して、第１の回路部４０に出力する。本実施形態においては、例えば、第１の周波
数は２ＧＨｚであり、２ＧＨｚの発振信号が第１の回路部４０に入力される。
【００１９】
　一方、第２の発振信号生成回路３１は第２の周波数の第２の発振信号を生成して、第４
の回路部４３に出力する。本実施形態においては、例えば、第２の周波数は５ＧＨｚであ
り、５ＧＨｚの発振信号が第４の回路部４３に入力される。なお、２ＧＨｚ、５ＧＨｚは
、第１の周波数と第２の周波数に関する単なる例示であり、例えば、第１の周波数が５．
５０ＧＨｚであり、第２の周波数が５．５２ＧＨｚのように、第１の発振信号の第１の周
波数と第２の発振信号の第２の周波数が、さらに近接している場合も本実施形態において
は想定の範囲である。
【００２０】
　第１の回路部４０は、ＩＱ信号発生器６０と、送信器７０と、受信器８０とを備えてい
る。ＩＱ信号発生器６０は、変調及び復調に用いる、同相位相成分であるＩ信号と直交位
相成分であるＱ信号とを生成する回路である。
【００２１】
　送信器７０は、ＩＱ信号発生器６０で生成されたＩ信号とＱ信号とを用いて、送信信号
を直交変調して送信波を生成する回路である。生成された送信波は、図示しないアンテナ
等から出力される。
【００２２】
　受信器８０は、アンテナ等を介して受信された受信波を、ＩＱ信号発生器６０で生成さ
れたＩ信号とＱ信号とを用いて直交復調して、受信信号を生成する回路である。生成され
た受信信号は、半導体装置１において種々の処理に用いられる。
【００２３】
　これらＩＱ信号発生器６０と送信器７０と受信器８０は、本実施形態における第１の回
路部４０の第１の処理部の一例であり、電源回路２１の電源系統から供給された電力によ
り動作する。また、第１の回路部４０は、ＩＱ信号発生器６０と送信器７０と受信器８０
以外にも、他の処理を行う回路を第１の処理部として備えていてもよい。
【００２４】
　この第１の回路部４０と同様に、第２の回路部４１は第２の処理部としてＩＱ信号発生
器６１と送信器７１と受信器８１とを備えており、第３の回路部４２は第３の処理部とし
てＩＱ信号発生器６２と送信器７２と受信器８２とを備えており、第４の回路部４３は第
４の処理部としてＩＱ信号発生器６３と送信器７３と受信器８３とを備えている。
【００２５】
　さらに、第１の回路部４０は、上記のＩＱ信号発生器６０と送信器７０と受信器８０に
加えて、キャパシタ９０ａと、バッファ９０ｂと、キャパシタ９０ｃと、バッファ９０ｄ
と、キャパシタ９０ｅと、バッファ９０ｆと、キャパシタ９０ｇと、キャパシタ９０ｈと
、バッファ９０ｉとを備えている。
【００２６】
　第１の発振信号生成回路３０における第１の発振信号の出力は、キャパシタ９０ａを介
して、バッファ９０ｂに接続されている。このため、バッファ９０ｂには、第１の発振信
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号生成回路３０から、第１の周波数の第１の発振信号が入力される。ここで、本実施形態
において「入力される」とは、信号が他の素子等を介して間接的に入力される場合と、信
号が他の素子等を介さずに直接的に入力される場合の双方を含む意味で用いる。
【００２７】
　バッファ９０ｂの出力は、キャパシタ９０ｃを介してバッファ９０ｄの入力に接続され
ており、また、キャパシタ９０ｈを介して、バッファ９０ｉの入力に接続されている。さ
らに、バッファ９０ｆの出力も、キャパシタ９０ｇを介して、バッファ９０ｉの入力に接
続されている。そして、バッファ９０ｉの出力はＩＱ信号発生器６０に入力されている。
【００２８】
　バッファ９０ｂ、９０ｄ、９０ｆは、それぞれ、制御信号に基づいて、入力された信号
を出力するか否かを個別に制御可能なバッファである。これらの制御信号は、図１に示し
た制御回路５０で個別に生成され、それぞれ、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９０ｆに入力さ
れる。すなわち、入力された信号を出力する指示の制御信号が入力されているバッファ９
０ｂ、９０ｄ、９０ｆについては、入力された発振信号をバッファリングして出力する。
一方、入力された信号を出力しない指示の制御信号が入力されているバッファ９０ｂ、９
０ｄ、９０ｆについては、入力された制御信号は出力しない。
【００２９】
　バッファ９０ｉは、別個の制御信号に基づいて、入力された信号を出力するか否かを個
別に制御可能なバッファである必要はない。すなわち、入力された信号を、非選択的に、
出力するバッファで足りる。但し、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９０ｆと同様に、バッファ
９０ｉを、別個の制御信号に基づいて、入力された信号を出力するか否かを個別に制御可
能なバッファで構成してもよい。この場合、バッファ９０ｉには、動作中は定常的に、入
力された信号を出力する指示の制御信号が入力されていることとなる。
【００３０】
　なお、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９０ｆ、９０ｉは、ＩＱ信号発生器６０と送信器７０
と受信器８０と同様に、電源回路２１の電源系統である第１の電源系統から供給された電
力により動作する。
【００３１】
　第２の回路部４１も、上述したＩＱ信号発生器６１と送信器７１と受信器８１に加えて
、キャパシタ９１ａと、バッファ９１ｂと、キャパシタ９１ｃと、バッファ９１ｄと、キ
ャパシタ９１ｅと、バッファ９１ｆと、キャパシタ９１ｇと、キャパシタ９１ｈと、バッ
ファ９１ｉと、キャパシタ９１ｊと、バッファ９１ｋとを備えている。
【００３２】
　第２の回路部４１におけるキャパシタ９１ａとバッファ９１ｂとキャパシタ９１ｃとバ
ッファ９１ｄとキャパシタ９１ｅとバッファ９１ｆとキャパシタ９１ｇとキャパシタ９１
ｈとバッファ９１ｉは、上述した第１の回路部４０におけるキャパシタ９０ａとバッファ
９０ｂとキャパシタ９０ｃとバッファ９０ｄとキャパシタ９０ｅとバッファ９０ｆとキャ
パシタ９０ｇとキャパシタ９０ｈとバッファ９０ｉに、それぞれ、対応している。
【００３３】
　そしてさらに、バッファ９１ｆの出力は、キャパシタ９１ｇを介してバッファ９１ｉの
入力に接続されているのに加えて、キャパシタ９１ｊを介して、バッファ９１ｋの入力に
接続されている。バッファ９１ｋは、バッファ９１ｂ、９１ｄ、９１ｆと同様に、制御信
号に基づいて、入力された信号を出力するか否かを個別に制御可能なバッファである。
【００３４】
　第１の回路部４０のバッファ９０ｄの出力と、第１の回路部４０のキャパシタ９０ｅを
介したバッファ９０ｆの入力と、第２の回路部４１のキャパシタ９１ａを介したバッファ
９１ｂの入力と、第２の回路部４１のバッファ９１ｋの出力とは、共通に接続されている
。すなわち、バッファ９０ｄとバッファ９１ｂとの間の伝送路と、バッファ９１ｋとバッ
ファ９０ｆとの間の伝送路は、共通化されて１本になっている。ここで、第１の回路部４
０と第２の回路部４１との間で遣り取りする発振信号が単相信号の場合には、１本の伝送
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路における物理的な信号配線は１本であるが、第１の回路部４０と第２の回路部４１との
間で遣り取りする発振信号が差動信号の場合には、１本の伝送路における物理的な信号配
線は２本である。
【００３５】
　なお、バッファ９１ｂ、９１ｄ、９１ｆ、９１ｋ、９１ｉは、ＩＱ信号発生器６１と送
信器７１と受信器８１と同様に、電源回路２２の電源系統である第２の電源系統から供給
された電力により動作する。
【００３６】
　第３の回路部４２は、第２の回路部４１と同様の構成であり、上述したＩＱ信号発生器
６２と送信器７２と受信器８２に加えて、キャパシタ９２ａと、バッファ９２ｂと、キャ
パシタ９２ｃと、バッファ９２ｄと、キャパシタ９２ｅと、バッファ９２ｆと、キャパシ
タ９２ｇと、キャパシタ９２ｈと、バッファ９２ｉと、キャパシタ９２ｊと、バッファ９
２ｋとを備えている。
【００３７】
　第３の回路部４２におけるキャパシタ９２ａとバッファ９２ｂとキャパシタ９２ｃとバ
ッファ９２ｄとキャパシタ９２ｅとバッファ９２ｆとキャパシタ９２ｇとキャパシタ９２
ｈとバッファ９２ｉとキャパシタ９２ｊとバッファ９２ｋは、上述した第２の回路部４１
におけるキャパシタ９１ａとバッファ９１ｂとキャパシタ９１ｃとバッファ９１ｄとキャ
パシタ９１ｅとバッファ９１ｆとキャパシタ９１ｇとキャパシタ９１ｈとバッファ９１ｉ
キャパシタ９１ｊとバッファ９１ｋに、それぞれ、対応している。
【００３８】
　また、第２の回路部４１のバッファ９１ｄの出力と、第２の回路部４１のキャパシタ９
１ｅを介したバッファ９１ｆの入力と、第３の回路部４２のキャパシタ９２ａを介したバ
ッファ９２ｂの入力と、第３の回路部４２のバッファ９２ｋの出力とは、共通に接続され
ている。すなわち、バッファ９１ｄとバッファ９２ｂとの間の伝送路と、バッファ９２ｋ
とバッファ９１ｆとの間の伝送路は、共通化されて１本になっている。
【００３９】
　なお、バッファ９２ｂ、９２ｄ、９２ｆ、９２ｋ、９２ｉは、ＩＱ信号発生器６２と送
信器７２と受信器８２と同様に、電源回路２３の電源系統である第３の電源系統から供給
された電力により動作する。
【００４０】
　第４の回路部４３は、上述したＩＱ信号発生器６３と送信器７３と受信器８３に加えて
、キャパシタ９３ａと、バッファ９３ｂと、キャパシタ９３ｅと、バッファ９３ｆと、キ
ャパシタ９３ｇと、キャパシタ９３ｈと、バッファ９３ｉと、キャパシタ９３ｊと、バッ
ファ９３ｋとを備えている。
【００４１】
　第４の回路部４３におけるキャパシタ９３ａとバッファ９３ｂとキャパシタ９３ｅとバ
ッファ９３ｆとキャパシタ９３ｇとキャパシタ９３ｈとバッファ９３ｉとキャパシタ９３
ｊとバッファ９３ｋは、上述した第３の回路部４２におけるキャパシタ９２ａとバッファ
９２ｂとキャパシタ９２ｅとバッファ９２ｆとキャパシタ９２ｇとキャパシタ９２ｈとバ
ッファ９２ｉとキャパシタ９２ｊとバッファ９２ｋに、それぞれ、対応している。
【００４２】
　但し、第２の発振信号生成回路３１における第２の発振信号の出力が、キャパシタ９３
ｅを介して、バッファ９３ｆの入力に接続されている。このため、バッファ９３ｆには、
第２の発振信号生成回路３１から、第２の周波数の第２の発振信号が入力される。
【００４３】
　また、第３の回路部４２のバッファ９２ｄの出力と、第３の回路部４２のキャパシタ９
２ｅを介したバッファ９２ｆの入力と、第４の回路部４３のキャパシタ９３ａを介したバ
ッファ９３ｂの入力と、第４の回路部４３のバッファ９３ｋの出力とは、共通に接続され
ている。すなわち、バッファ９２ｄとバッファ９３ｂとの間の伝送路と、バッファ９３ｋ
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とバッファ９２ｆとの間の伝送路は、共通化されて１本になっている。
【００４４】
　なお、バッファ９３ｂ、９３ｆ、９３ｋ、９３ｉは、ＩＱ信号発生器６３と送信器７３
と受信器８３と同様に、電源回路２４の電源系統である第４の電源系統から供給された電
力により動作する。
【００４５】
　なお、各バッファの入力にはキャパシタが接続されているが、これは、キャパシタによ
り、信号の直流成分を遮断するために設けられている。すなわち、第１の発振信号及び第
２の発振信号の直流成分は、各キャパシタにより遮断される。
【００４６】
　以上が本実施形態に係る半導体装置１の回路構成であるが、次に、この半導体装置１の
動作について説明する。
【００４７】
　図３は、第２の発振信号生成回路３１により生成された第２の発振信号を、第１乃至第
４の回路部４０～４３に供給する場合の回路状態を説明するための図である。本実施形態
においては、この状態を第１のモードと言うこととする。
【００４８】
　この図３に示すように、第１のモードにおいては、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９１ｂ、
９１ｄ、９２ｂ、９２ｄ、９３ｄに、入力された信号を出力しない指示の制御信号が入力
されており、バッファ９０ｆ、９１ｋ、９１ｆ、９２ｋ、９２ｆ、９３ｋ、９３ｆに、入
力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【００４９】
　このため、第１の発振信号生成回路３０で生成された第１の発振信号は、バッファ９０
ｂで遮断され、第１乃至第４の回路部４０～４３のいずれにも供給されない。一方、第２
の発振信号生成回路３１で生成された第２の発振信号は、バッファ９３ｆ、９３ｋ、９２
ｆ、９２ｋ、９１ｆ、９１ｋ、９０ｆを順に経由して、第１乃至第４の回路部４０～４３
のＩＱ信号発生器６０～６３に供給される。
【００５０】
　図４は、第１の発振信号生成回路３０により生成された第１の発振信号を、第１の回路
部４０に供給し、第２の発振信号生成回路３１により生成された第２の発振信号を、第２
乃至第４の回路部４１～４３に供給する場合の回路状態を説明するための図である。本実
施形態においては、この状態を第２のモードと言うこととする。
【００５１】
　この図４に示すように、第２のモードにおいては、バッファ９０ｄ、９０ｆ、９１ｂ、
９１ｄ、９１ｋ、９２ｂ、９２ｄ、９３ｄに、入力された信号を出力しない指示の制御信
号が入力されており、バッファ９０ｂ、９１ｆ、９２ｋ、９２ｆ、９３ｋ、９３ｆに、入
力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【００５２】
　このため、第１の発振信号生成回路３０で生成された第１の発振信号は、第１の回路部
４０のＩＱ信号発生器６０に供給されるが、バッファ９０ｄで遮断される。一方、第２の
発振信号生成回路３１で生成された第２の発振信号は、バッファ９３ｆ、９３ｋ、９２ｆ
、９２ｋ、９１ｆを順に経由して、第２乃至第４の回路部４１～４３のＩＱ信号発生器６
１～６３に供給されるが、バッファ９１ｋで遮断される。
【００５３】
　このとき、領域Ａ１にあるバッファ９０ｄ、９０ｆ、９１ｂ、９１ｋは、いずれも、入
力された信号を出力しない不活性な状態にある。つまり、第１の回路部４０と第２の回路
部４１との間は、電源系統が異なるバッファ９０ｄとバッファ９１ｂの２つのバッファで
分離され、また、電源系統が異なるバッファ９０ｆとバッファ９１ｋの２つのバッファで
分離されることとなる。このため、第１の発振信号と第２の発振信号との間のアイソレー
ションを高く確保することができ、クロストークの発生が抑制される。
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【００５４】
　図５は、第１の発振信号生成回路３０により生成された第１の発振信号を、第１乃至第
２の回路部４０～４１に供給し、第２の発振信号生成回路３１により生成された第２の発
振信号を、第３乃至第４の回路部４２～４３に供給する場合の回路状態を説明するための
図である。本実施形態においては、この状態を第３のモードと言うこととする。
【００５５】
　この図５に示すように、第３のモードにおいては、バッファ９０ｆ、９１ｄ、９１ｆ、
９１ｋ、９２ｂ、９２ｄ、９２ｋ、９３ｂに、入力された信号を出力しない指示の制御信
号が入力されており、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９１ｂ、９２ｆ、９３ｋ、９３ｆに、入
力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【００５６】
　このため、第１の発振信号生成回路３０で生成された第１の発振信号は、第１及び第２
の回路部４０～４１のＩＱ信号発生器６０～６１に供給されるが、バッファ９１ｄで遮断
される。一方、第２の発振信号生成回路３１で生成された第２の発振信号は、バッファ９
３ｆ、９３ｋ、９２ｆを順に経由して、第３乃至第４の回路部４２～４３のＩＱ信号発生
器６２～６３に供給されるが、バッファ９２ｋで遮断される。
【００５７】
　このとき、領域Ａ２にあるバッファ９１ｄ、９１ｆ、９２ｂ、９２ｋは、いずれも、入
力された信号を出力しない不活性な状態にある。つまり、第２の回路部４１と第３の回路
部４２との間は、電源系統が異なるバッファ９１ｄとバッファ９２ｂの２つのバッファで
分離され、また、電源系統が異なるバッファ９１ｆとバッファ９２ｋの２つのバッファで
分離されることとなる。このため、第１の発振信号と第２の発振信号との間のアイソレー
ションを高く確保することができ、クロストークの発生が抑制される。
【００５８】
　図６は、第１の発振信号生成回路３０により生成された第１の発振信号を、第１乃至第
３の回路部４０～４２に供給し、第２の発振信号生成回路３１により生成された第２の発
振信号を、第４の回路部４３に供給する場合の回路状態を説明するための図である。本実
施形態においては、この状態を第４のモードと言うこととする。
【００５９】
　この図６に示すように、第４のモードにおいては、バッファ９０ｆ、９１ｆ、９１ｋ、
９２ｄ、９２ｆ、９２ｋ、９３ｂ、９３ｋに、入力された信号を出力しない指示の制御信
号が入力されており、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９１ｂ、９１ｄ、９２ｂ、９３ｆに、入
力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【００６０】
　このため、第１の発振信号生成回路３０で生成された第１の発振信号は、第１乃至第３
の回路部４０～４２のＩＱ信号発生器６０～６２に供給されるが、バッファ９２ｄで遮断
される。一方、第２の発振信号生成回路３１で生成された第２の発振信号は、バッファ９
３ｆを経由して、第４の回路部４３のＩＱ信号発生器６３に供給されるが、バッファ９３
ｋで遮断される。
【００６１】
　このとき、領域Ａ３にあるバッファ９２ｄ、９２ｆ、９３ｂ、９３ｋは、いずれも、入
力された信号を出力しない不活性な状態にある。つまり、第３の回路部４２と第４の回路
部４３との間は、電源系統が異なるバッファ９２ｄとバッファ９３ｂの２つのバッファで
分離され、また、電源系統が異なるバッファ９２ｆとバッファ９３ｋの２つのバッファで
分離されることとなる。このため、第１の発振信号と第２の発振信号との間のアイソレー
ションを高く確保することができ、クロストークの発生が抑制される。
【００６２】
　図７は、第１の発振信号生成回路３０により生成された第１の発振信号を、第１乃至第
４の回路部４０～４３に供給する場合の回路状態を説明するための図である。本実施形態
においては、この状態を第５のモードと言うこととする。
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【００６３】
　この図７に示すように、第５のモードにおいては、バッファ９０ｆ、９１ｆ、９１ｋ、
９２ｆ、９２ｋ、９３ｆ、９３ｋに、入力された信号を出力しない指示の制御信号が入力
されており、バッファ９０ｂ、９０ｄ、９１ｂ、９１ｄ、９２ｂ、９２ｄ、９３ｂに、入
力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【００６４】
　このため、第１の発振信号生成回路３０で生成された第１の発振信号は、第１乃至第４
の回路部４０～４３のＩＱ信号発生器６０～６３に供給される。一方、第２の発振信号生
成回路３１で生成された第２の発振信号は、バッファ９３ｆで遮断され、第１乃至第４の
回路部４０～４３のいずれにも供給されない。
【００６５】
　次に、図８に基づいて、入力された信号を出力するか否かを個別に制御可能なバッファ
の回路構成について説明する。図８は、制御信号に基づいて、入力された信号を出力する
か否かを個別に制御可能なバッファの具体的な回路構成の一例を示す図である。
【００６６】
　この図８に示すように、バッファは、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ３
と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ３と、抵抗Ｒ１と、インバータ回路Ｉ
Ｎ１とを備えて構成されている。
【００６７】
　ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ１の制御端子と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１
の制御端子と、抵抗Ｒ１の一端は、それぞれ入力端子に接続されており、この入力端子か
ら入力信号ＩＮが入力される。ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ１の第１端子は第１電源
Ｖｄｄに接続されており、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１の第１端子は第２電源Ｖｃ
ｃに接続されている。
【００６８】
　第１電源Ｖｄｄと第２電源Ｖｃｃとの間には、さらに、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ
Ｐ２、Ｐ３と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ３とが、直列的に接続されている
。ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ３の制御端子とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ２の
制御端子は、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ１の第２端子とＮチャネルＭＯＳトランジ
スタＮ１の第２端子と抵抗Ｒ１の他端に、共通に接続されている。
【００６９】
　制御回路５０で生成された制御信号Ｅｎａｂｌｅは、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ
３の制御端子に入力される。また、制御信号Ｅｎａｂｌｅは、インバータ回路ＩＮ１にも
入力され、反転された上で、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ２の制御端子に入力される
。
【００７０】
　このため、ハイレベルの制御信号Ｅｎａｂｌｅが入力されている場合は、ＰチャネルＭ
ＯＳトランジスタＰ２とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ３とが、オン状態となり、この
バッファは、入力された信号ＩＮをバッファリングして、出力信号ＯＵＴとして出力する
回路となる。一方、ローレベルの制御信号Ｅｎａｂｌｅが入力されている場合は、Ｐチャ
ネルＭＯＳトランジスタＰ２とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ３とが、オフ状態となり
、このバッファは、入力された信号を出力しない回路となる。つまり、ハイレベルの制御
信号が、入力された信号を出力する指示の制御信号となり、ローレベルの制御信号が、入
力された信号を出力しない指示の制御信号となる。
【００７１】
　本実施形態においては、入力信号ＩＮと出力信号ＯＵＴは、第１の発振信号と第２の発
振信号のいずれかとなる。また、第１電源Ｖｄｄと第２電源Ｖｃｃとが、図１の電源回路
２０～２６から供給される。より具体的には、第１の回路部４０にあるバッファ９０ｂ、
９０ｄ、９０ｆには、電源回路２１から第１電源Ｖｄｄと第２電源Ｖｃｃが供給され、第
２の回路部４１にあるバッファ９１ｂ、９１ｄ、９１ｆ、９１ｋには、電源回路２２から
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第１電源Ｖｄｄと第２電源Ｖｃｃが供給され、第３の回路部４２にあるバッファ９２ｂ、
９２ｄ、９２ｆ、９２ｋには、電源回路２３から第１電源Ｖｄｄと第２電源Ｖｃｃが供給
され、第４の回路部４３にあるバッファ９３ｂ、９３ｆ、９３ｋには、電源回路２４から
第１電源Ｖｄｄと第２電源Ｖｃｃが供給される。
【００７２】
　以上のように、本実施形態に係る半導体装置１によれば、第１の発振信号又は第２の発
振信号をバッファリングするバッファを、第１乃至第４の回路部４０～４３のそれぞれに
供給される電力により動作させることとした。さらに、第１乃至第４の回路部４０～４３
のそれぞれの間を、２つの不活性なバッファで分離することとした。このため、第１の発
振信号と第２の発振信号との間のアイソレーションを高く確保することができ、クロスト
ークの発生を抑制することができる。
【００７３】
　また、第１乃至第４の回路部４０～４３のぞれぞれの間を、１本の伝送路を用いて、第
１の発振信号と第２の発振信号を遣り取りすることとしたので、レイアウト面積の抑制を
図ることができる。特に、第１の発振信号の周波数と第２の発振信号の周波数が近接して
いる場合には、２つの信号の伝送路を可能な限り離してレイアウトをする必要があるため
、レイアウト面積の増大を招く可能性があるが、本実施形態のように１本の伝送路として
共通化することにより、レイアウト面積の削減を図ることができる。
【００７４】
　図９は、本実施形態に係る半導体装置１を機能的に説明するためのブロック回路図であ
る。この図９に示すように、半導体装置１は、択一的な経路で第１乃至第４の回路部４０
～４３に辿り着いた第１の発振信号又は第２の発振信号が、交わることなく、ＩＱ信号発
生器６０～６３に供給される機能を有するととらえることができる。このような機能を実
現するために、第１乃至第４の回路部４０～４３は、それぞれ、選択回路ＳＬ１、ＳＬ２
、ＳＬ３と、バッファＢＦ１、ＢＦ２とを備えていると言える。
【００７５】
　選択回路ＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３は、入力された第１の発振信号と第２の発振信号のう
ち一方を出力する回路であり、いずれの発振信号を出力するのかは、制御回路５０から入
力される制御信号に基づいて切り替えられる。バッファＢＦ１、ＢＦ２は、それぞれ、入
力された第１の発振信号又は第２の発振信号をバッファリングして出力する回路である。
【００７６】
　第１の発振信号生成回路３０により生成された第１の発振信号と、第２の発振信号生成
回路３１により生成された第２の発振信号とは、選択回路ＳＬ１、ＳＬ２の切り替え制御
により、択一的に形成された経路で、第１乃至第４の回路部４０～４３に辿り着き、選択
回路ＳＬ３の切り替え制御により、交わることなく、ＩＱ信号発生器６０～６３に供給さ
れる。つまり、選択回路ＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３を制御信号によって制御することにより
、第１の発振信号と第２の発振信号は、交わることなく、ＩＱ信号発生器６０～６３に供
給されるのである。
【００７７】
　なお、図１０に示すように、本実施形態に係る半導体装置１は、第１乃至第４の回路部
４０～４３のそれぞれの間の伝送路を２本にすることも可能である。すなわち、第１の発
振信号の伝送路と、第２の発振信号の伝送路とを別個に設けるようにしてもよい。この場
合、伝送路のレイアウト面積はその分、増大するが、第１の発振信号と第２の発振信号を
、第１乃至第４の回路部４０～４３の任意の組み合わせの回路部に供給することができる
ようになる。例えば、第１の回路部４０と第３の回路部４２に第１の発振信号生成回路３
０から第１の発振信号を供給し、第２の回路部４１と第４の回路部４３に第２の発振信号
生成回路３１から第２の発振信号を供給することができるようになる。
【００７８】
　また、図１１に示すように、本実施形態に係る半導体装置１は、キャパシタ９０ａとバ
ッファ９０ｂを第１の発振信号生成回路３０の出力近傍に設け、第１の発振信号生成回路
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３０と同じ電源回路２０の電源系統から得た電力に基づいてバッファ９０ｂが動作し、且
つ、キャパシタ９３ｅとバッファ９３ｆを第２の発振信号生成回路３１の出力近傍に設け
、第２の発振信号生成回路３１と同じ電源回路２５の電源系統から得た電力に基づいてバ
ッファ９３ｆが動作するようにしてもよい。
【００７９】
　〔第２実施形態〕
　第２実施形態は、上述した第１実施形態を変形して、第１の発振信号生成回路３０が第
１の発振信号と第２の発振信号を生成して、第１及び第２の回路部４０～４１に供給し得
るように構成し、第２の発振信号生成回路３１も第１の発振信号と第２の発振信号を生成
して、第１乃至第４の回路部４０～４３に供給し得るように構成することにより、レイア
ウト面積の削減を実現している。以下、上述した第１実施形態と異なる部分を説明する。
【００８０】
　図１２は、本実施形態に係る半導体装置１における回路構成の一部を説明する回路図と
ブロック図であり、上述した第１実施形態の図２に対応する図である。
【００８１】
　この図１２に示すように、本実施形態における第１の発振信号生成回路３０は、第１の
周波数の第１の発振信号と、第２の周波数の第２の発振信号の双方を生成し、選択回路Ｍ
ＵＸ１に出力する。上述した第１実施形態と同様に、例えば、第１の周波数は２ＧＨｚで
あり、第２の周波数は５ＧＨｚである。
【００８２】
　選択回路ＭＵＸ１には、図１に示した制御回路５０から選択用の制御信号が入力され、
この制御信号に基づいて、選択回路ＭＵＸ１は、第１の発振信号と第２の発振信号とのう
ちのいずれかを出力するか、或いは、選択回路ＭＵＸ１は、入力された第１の発振信号と
第２の発振信号のいずれも出力しない。この選択回路ＭＵＸ１は、第１の発振信号生成回
路３０と同様に、電源回路２０の電源系統から供給された電力により動作する。
【００８３】
　第２の発振信号生成回路３１も、第１の周波数の第１の発振信号と、第２の周波数の第
２の発振信号の双方を生成し、選択回路ＭＵＸ２に出力する。第１の発振信号生成回路３
０と同様に、例えば、第１の周波数は２ＧＨｚであり、第２の周波数は５ＧＨｚである。
なお、上述した第１実施形態と同様に、２ＧＨｚ、５ＧＨｚは、第１の周波数と第２の周
波数に関する単なる例示であり、例えば、第１の周波数が５．５０ＧＨｚであり、第２の
周波数が５．５２ＧＨｚのように、第１の発振信号の第１の周波数と第２の発振信号の第
２の周波数が、さらに近接している場合も本実施形態においては想定の範囲である。
【００８４】
　選択回路ＭＵＸ２にも、図１に示した制御回路５０から選択用の制御信号が入力され、
この制御信号に基づいて、選択回路ＭＵＸ２は、第２の発振信号と第２の発振信号のうち
のいずれかを出力する。この選択回路ＭＵＸ２は、第２の発振信号生成回路３１と同様に
、電源回路２５から供給された電力により動作する。
【００８５】
　選択回路ＭＵＸ１から出力された第１の発振信号又は第２の発振信号は、第１の回路部
４０に供給される。具体的には、キャパシタ９０ｃを介してバッファ９０ｄに入力され、
キャパシタ９０ｈを介してバッファ９０ｉに入力される。
【００８６】
　第１の回路部４０は、第１のＩＱ信号発生器１００ａと、第２のＩＱ信号発生器１００
ｂと、第１の送受信器１１０ａと、第２の送受信器１１０ｂとを備えており、バッファ９
０ｉから第１の発振信号又は第２の発振信号が入力される。すなわち、バッファ９０ｉか
ら第１の発振信号が入力されている場合には、第１のＩＱ信号発生器１００ａが動作し、
第１の送受信器１１０ａを用いて送受信が行われる。一方、バッファ９０ｉから第２の発
振信号が入力されている場合には、第２のＩＱ信号発生器１００ｂが動作し、第２の送受
信器１１０ｂを用いて送受信が行われる。
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【００８７】
　なお、図１２においては、「送信器」と「受信器」を併合して「送受信器」として１つ
のブロックで表現しているが、「送信器」と「受信器」とを別個のブロックとして表現し
ている第１実施形態と機能上は同じである。
【００８８】
　同様に、第２乃至第４の回路部４１～４３のバッファ９１ｉ、９２ｉ、９３ｉからは、
それぞれ、第１の発振信号又は第２の発振信号が出力され、第１の発振信号が出力されて
いる場合には、第１のＩＱ信号発生器１０１ａ、１０２ａ、１０３ａが動作し、第１の送
受信器１１１ａ、１１２ａ、１１３ａを用いて送受信が行われ、第２の発振信号が出力さ
れている場合には、第２のＩＱ信号発生器１０１ｂ、１０２ｂ、１０３ｂが動作し、第２
の送受信器１１１ｂ、１１２ｂ、１１３ｂを用いて送受信が行われる。
【００８９】
　但し、第１の回路部４０と第２の回路部４１には、第１の発振信号生成回路３０と第２
の発振信号生成回路３１の双方から、第１の発振信号又は第２の発振信号が供給され得る
のに対し、第３の回路部４２と第４の回路部４３には、第２の発振信号生成回路３１から
第１の発振信号又は第２の発振信号が供給され得るが、第１の発振信号生成回路３０から
は第１の発振信号も第２の発振信号も供給され得ない構成となっている。
【００９０】
　また、上述した第１実施形態と異なり、第１の回路部４０と第２の回路部４１との間は
、２本の伝送路が設けられている。すなわち、バッファ９０ｄとバッファ９１ｂとの間に
１本の専用の伝送路が設けられており、バッファ９０ｆとバッファ９１ｋとの間に１本の
専用の伝送路が設けられている。
【００９１】
　さらに、第４の回路部４３に設けられたバッファ９３ｋは、入力された第１の発振信号
又は第２の発振信号を非選択的に出力するので、別個の制御信号に基づいて、入力された
信号を出力するか否かを制御可能なバッファではない。但し、バッファ９３ｋは、上述し
た第１実施形態と同様に、別個の制御信号に基づいて、入力された信号を出力するか否か
を制御可能なバッファで構成することも可能である。この場合、バッファ９３ｋには、動
作中は定常的に、入力された信号を出力する指示の制御信号が入力されることとなる。
【００９２】
　以上が本実施形態に係る半導体装置１の回路構成であるが、次に、この半導体装置１の
動作について説明する。
【００９３】
　＜第１の発振信号×４、又は、第２の発振信号×４＞
　図１３は、第１の発振信号を第１乃至第４の回路部４０～４３に供給する場合、又は、
第２の発振信号を第１乃至第４の回路部４０～４３に供給する場合における、回路状態を
説明するための図である。本実施形態においては、この状態を第１のモードと言うことと
する。
【００９４】
　この図１３に示すように、第１のモードでは、バッファ９０ｄ、９１ｂに、入力された
信号を出力しない指示の制御信号が入力されており、バッファ９０ｆ、９１ｋ、９１ｆ、
９２ｋに、入力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。また、選択回路
ＭＵＸ１には、第１の発振信号と第２の発振信号のいずれも出力しない制御信号が入力さ
れている。
【００９５】
　このため、選択回路ＭＵＸ２に第１の発振信号を選択する制御信号が入力されている場
合には、バッファ９３ｋ、９２ｋ、９１ｆ、９１ｋ、９０ｆを順に経由して、第１乃至第
４の回路部４０～４３に、第１の発振信号が供給される。
【００９６】
　一方、選択回路ＭＵＸ２に第２の発振信号を選択する制御信号が入力されている場合に
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は、バッファ９３ｋ、９２ｋ、９１ｆ、９１ｋ、９０ｆを順に経由して、第１乃至第４の
回路部４０～４３に、第２の発振信号が供給される。
【００９７】
　＜第１の発振信号×１＋第２の発振信号×３、又は、第１の発振信号×３＋第２の発振
信号×１＞
　図１４は、第１の発振信号を第１の回路部４０に供給し、且つ、第２の発振信号を第２
乃至第４の回路部４１～４３に供給する場合、又は、第２の発振信号を第１の回路部４０
に供給し、第１の発振信号を第２乃至第４の回路部４１～４３に供給する場合における、
回路状態を説明するための図である。本実施形態においては、この状態を第２のモードと
言うこととする。
【００９８】
　この図１４に示すように、第２のモードでは、バッファ９０ｄ、９０ｆ、９１ｂ、９１
ｋに、入力された信号を出力しない指示の制御信号が入力されており、バッファ９１ｆ、
９２ｋに、入力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【００９９】
　このため、選択回路ＭＵＸ１に第１の発振信号を選択する制御信号が入力され、且つ、
選択回路ＭＵＸ２に第２の発振信号を選択する制御信号が入力されている場合には、選択
回路ＭＵＸ１から、第１の回路部４０に第１の発振信号が供給され、選択回路ＭＵＸ２か
ら、バッファ９３ｋ、９２ｋ、９１ｆを順に経由して、第２乃至第４の回路部４１～４３
に、第２の発振信号が供給される。
【０１００】
　一方、選択回路ＭＵＸ１に第２の発振信号を選択する制御信号が入力され、且つ、選択
回路ＭＵＸ２に第１の発振信号を選択する制御信号が入力されている場合には、選択回路
ＭＵＸ１から、第１の回路部４０に第２の発振信号が供給され、選択回路ＭＵＸ２から、
バッファ９３ｋ、９２ｋ、９１ｆを順に経由して、第２乃至第４の回路部４１～４３に、
第１の発振信号が供給される。
【０１０１】
　このとき、領域Ａ４にあるバッファ９０ｄ、９０ｆ、９１ｂ、９１ｋは、いずれも、入
力された信号を出力しない不活性な状態にある。つまり、第１の回路部４０と第２の回路
部４１との間は、電源系統が異なるバッファ９０ｄとバッファ９１ｂの２つのバッファで
分離され、また、電源系統が異なるバッファ９０ｆとバッファ９１ｋの２つのバッファで
分離されることとなる。このため、第１の発振信号と第２の発振信号との間のアイソレー
ションを高く確保することができ、クロストークの発生が抑制される。
【０１０２】
　＜第１の発振信号×２＋第２の発振信号×２＞
　図１５は、第１の発振信号を第１乃至第２の回路部４０～４１に供給し、且つ、第２の
発振信号を第３乃至第４の回路部４２～４３に供給する場合、又は、第２の発振信号を第
１乃至第２の回路部４０～４１に供給し、第１の発振信号を第３乃至第４の回路部４２～
４３に供給する場合における、回路状態を説明するための図である。本実施形態において
は、この状態を第３のモードと言うこととする。
【０１０３】
　この図１５に示すように、第３のモードでは、バッファ９０ｆ、９１ｆ、９１ｋ、９２
ｋに、入力された信号を出力しない指示の制御信号が入力されており、バッファ９０ｄ、
９１ｂに、入力された信号を出力する指示の制御信号が入力されている。
【０１０４】
　このため、選択回路ＭＵＸ１に第１の発振信号を選択する制御信号が入力され、且つ、
選択回路ＭＵＸ２に第２の発振信号を選択する制御信号が入力されている場合には、選択
回路ＭＵＸ１から、第１乃至第２の回路部４０～４１に第１の発振信号が供給され、選択
回路ＭＵＸ２から、バッファ９３ｋを経由して、第３乃至第４の回路部４２～４３に、第
２の発振信号が供給される。
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【０１０５】
　また結果的には同数とはなるが、選択回路ＭＵＸ１に第２の発振信号を選択する制御信
号が入力され、且つ、選択回路ＭＵＸ２に第１の発振信号を選択する制御信号が入力され
ている場合には、選択回路ＭＵＸ１から、第１乃至第２の回路部４０～４１に第２の発振
信号が供給され、選択回路ＭＵＸ２から、バッファ９３ｋを経由して、第３乃至第４の回
路部４２～４３に、第１の発振信号が供給される。
【０１０６】
　このとき、領域Ａ５にあるバッファ９１ｆ、９２ｋは、いずれも、入力された信号を出
力しない不活性な状態にある。つまり、第２の回路部４１と第３の回路部４２との間は、
電源系統が異なるバッファ９１ｆとバッファ９２ｋの２つのバッファで分離されることと
なる。このため、第１の発振信号と第２の発振信号との間のアイソレーションを高く確保
することができ、クロストークの発生が抑制される。
【０１０７】
　以上のように、本実施形態に係る半導体装置１によれば、第１の発振信号又は第２の発
振信号をバッファリングするバッファを、第１乃至第４の回路部４０～４３のそれぞれに
供給される電力により動作させることとした。さらに、第１乃至第３の回路部４０～４２
のそれぞれの間を、２つの不活性なバッファで分離することとした。このため、第１の発
振信号と第２の発振信号との間のアイソレーションを高く確保することができ、クロスト
ークの発生を抑制することができる。
【０１０８】
　また、第１の発振信号生成回路３０と第２の発振信号生成回路３１とが、ともに、第１
の発振信号と第２の発振信号の双方を生成し、第１の発振信号生成回路３０から選択的に
第１乃至第２の回路部４０～４１に第１の発振信号又は第２の発振信号を供給し、第２の
発振信号生成回路３１から選択的に第１乃至第４の回路部４０～４３に第１の発振信号又
は第２の発振信号を供給することしたので、バッファの活性状態／不活性状態を任意に組
み合わせることにより、必要な数の回路部に、第１の発振信号を供給し、第２の発振信号
を供給することができる。また、第２回路部４１と第３回路部４２との間の発振信号の伝
送路を１本にすることができ、第３の回路部４３と第４の回路部４３との間の発振信号伝
送路を１本にすることができるので、回路のレイアウト面積を削減することができる。
【０１０９】
　なお、図１６に示すように、本実施形態に係る半導体装置１は、第１実施形態と同様に
、第１の回路部４０と第２の回路部４１との間を、１本の伝送路で接続して、第１の発振
信号又は第２の発振信号の遣り取りをすることもできる。これにより、さらなる回路面積
の削減を図ることができる。
【０１１０】
　また、図１７に示すように、第１の発振信号生成回路３０と同じ電源回路２０の電源系
統から選択回路ＭＵＸ１に電力を供給するのではなく、第１の回路部４０と同じ電源回路
２１の電源系統から選択回路ＭＵＸ１に電力を供給するようにしてもよい。同様に、第２
の発振信号生成回路３１と同じ電源回路２５の電源系統から選択回路ＭＵＸ２に電力を供
給するのではなく、第４の回路部４３と同じ電源回路２４の電源系統から選択回路ＭＵＸ
２に電力を供給するようにしてもよい。
【０１１１】
　以上、いくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例としてのみ提示した
ものであり、発明の範囲を限定することを意図したものではない。本明細書で説明した新
規な装置および方法は、その他の様々な形態で実施することができる。また、本明細書で
説明した装置および方法の形態に対し、発明の要旨を逸脱しない範囲内で、種々の省略、
置換、変更を行うことができる。添付の特許請求の範囲およびこれに均等な範囲は、発明
の範囲や要旨に含まれるこのような形態や変形例を含むように意図されている。
【符号の説明】
【０１１２】
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１０…電源、２０～２６：電源回路、３０：第１の発振信号生成回路、３１：第２の発振
信号生成回路、４０～４３：第１乃至第４の回路部、５０：制御回路、６０～６３：ＩＱ
信号発生器、７０～７３：送信器、８０～８３：受信器、９０ａ、９０ｃ、９０ｅ、９０
ｇ、９０ｈ：キャパシタ、９０ｂ、９０ｄ、９０ｆ、９０ｉ：バッファ、９１ａ、９１ｃ
、９１ｅ、９１ｇ、９１ｈ、９１ｊ：キャパシタ、９１ｂ、９１ｄ、９１ｆ、９１ｉ、９
１ｋ：バッファ、９２ａ、９２ｃ、９２ｅ、９２ｇ、９２ｈ、９２ｊ：キャパシタ、９２
ｂ、９２ｄ、９２ｆ、９２ｉ、９２ｋ：バッファ、９３ａ、９３ｅ、９３ｇ、９３ｈ、９
３ｊ：キャパシタ、９３ｂ、９３ｆ、９３ｉ、９３ｋ：バッファ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】



(22) JP 2020-5259 A 2020.1.9

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月19日(2019.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電源系統から電力が供給される第１の回路部であって、第１のバッファと第２の
バッファと第１の処理部とを有する、第１の回路部と、
　前記第１の電源系統とは異なる第２の電源系統から電力が供給される第２の回路部であ
って、第３のバッファを有する第２の回路部と、
　前記第１の電源系統から電力が供給される、第１の発振信号生成回路と、
　前記第２の電源系統から電力が供給される、第２の発振信号生成回路と、
　を備えており、
　前記第１のバッファには、前記第１の発振信号生成回路により生成された第１の発振信
号が入力され、
　前記第２のバッファには、前記第２の発振信号生成回路により生成された第２の発振信
号が、前記第３のバッファを介して入力され、
　前記第１のバッファが前記入力された第１の発振信号を前記第２の回路部に出力するか
否か、又は、前記第２のバッファが前記入力された第２の発振信号を前記第１の処理部に
出力するか否かのいずれかが制御可能であり、
　前記第１の発振信号が入力される、第４のバッファが、前記第１の回路部にさらに設け
られており、前記第４のバッファには、前記第１の電源系統から電力が供給され、
　前記第４のバッファが、入力された前記第１の発振信号を、前記第１の処理部及び前記
第１のバッファに出力するか否かを制御可能である、半導体装置。
【請求項２】
　前記第２の回路部は、第５のバッファと第２の処理部とをさらに有しており、
　前記第５のバッファには、前記第１のバッファを介して、前記第１の発振信号が入力さ
れ、
　前記第５のバッファが前記入力された第１の発振信号を前記第２の処理部に出力するか
否かを制御可能である、ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置
【請求項３】
　前記第１のバッファと前記第５のバッファとの間の伝送路と、前記第２のバッファと前
記第３のバッファとの間の伝送路は、共通化されている、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１のバッファと前記第５のバッファとの間には第１の伝送路が設けられており、
前記第２のバッファと前記第３のバッファとの間には前記第１の伝送路とは別個に第２の
伝送路が設けられている、請求項２に記載の半導体装置。
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